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(57) Abstract

The invention relates to a method for dop-
ing external base connection areas of Si-based
single polysilicon NPN bi~polar transistors.

for doping the external base connection areas
of Si-based single polysilicon NPN bi-polar
transistors, whereby said method, in addition
to meeting requirements that can also be ful-
filled by using ion implementation, i.e. pro-
viding a high surface concentration of doping
atoms with a low thermal budget, low pene-
tration depths and an absence of defects, guar-
antees extensive avoidance of TED in the in-
ner area of the transistors. This is achieved
by employing a BBr3 pre-coating process as a
diffusion process. The doping of base connec-
tion areas of single polysilicon technology NPN
bi-polar transistors is therefore carried out in a
diffusion step, as opposed to ionic implantation.

The aim of the invention is to provide a method l

BB f3 PRE-COATING

BBrg-Vorbelegung

| | l




(57) Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Dotierung der externen Basisanschlussgebiete von Si-basierten Ein-
fach—Polysilizium-npn-Bipolartransistoren. Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Dotierung der externen Basisanschlussgebiete
von Si-basierten Einfach-Polysilizium-npn-Bipolartransistoren vorzuschlagen, das tiber die Anforderungen hinaus, die auch mittels
Tonenimplantation erfiillt werden konnen, namlich hohe Oberflichenkonzentration der Dotieratome mit geringem thermischem Budget,
geringe Eindringtiefen und Defektfreiheit, eine weitestgehende Vermeidung der TED im inneren Transistorgebiet gewdihrleistet.
Erfindungsgemiéss wird diese Aufgabe gelost, indem als Eindiffusionsprozess ein BBrs—Vorbelegungsprozess Anwendung findet. Die
Dotierung der Basisanschlussgebiete von npn-Bipolartransistoren in Einfach-Polysilizium-Technologie wird somit nicht mehr durch

Ionenimplantation, sondern mittels eines Diffusionsschrittes durchgefiihrt.
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